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はじめに 
微結晶シリコン(μc-Si:H)は微結晶とアモル

ファスシリコン(a-Si:H)から成る化合物であり、

PECVD によって低温で結晶成長させることが

できる[1, 2]。μc-Si:H は a-Si:H と比較して導電

率が高く、低温プロセスにおける能動素子への

応用が期待される。我々は通信波長帯における

光変調器への応用へ向けて、ポンプ・プローブ

法により μc-Si:H のキャリア寿命を測定した。 

実験方法 
図 1 に示す光ファイバ測定系を用いた。異な

る二つの通信波長をポンプ光とプローブ光と

した。ポンプ光は 1530nm で PPG によりパル

ス変調(繰返し周期 1000ns)し、EDFA で平均パ

ワー25dBm のまで増幅した。プローブ光には

1560nm の連続光を用い、EDFA により約

16dBm まで増幅した。これらの光を TM モー

ドとし、3dB カップラで合波させた。μc-Si:H
導波路を透過したプローブ光をBPFで抽出し、

オシロスコープで波形を観測した。このとき、

ポンプ光に励起された自由キャリア吸収によ

り、プローブ光が減衰する応答が観測される。

この立ち上がり波形からキャリアの緩和時間

を推定することができる。 

 
Fig. 1. Schematic of pump-probe setup. 

測定結果 
ポンプ光のパルス幅を 0.1 から 50ns の間で

変化させ、プローブ光の時間応答を観測した。

その際、得られた立ち上がり波形を二つの指数

関数を用いて波形を近似し、キャリア寿命を推

定した。その速い方のキャリア寿命をパルス幅

に対してまとめたものが図２である。パルス幅

を変化させた際に、キャリア寿命が 3ns から

25ns に変化することを確認した。 

 

Fig. 2. Measured carrier lifetime of μc-Si:H. 
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